10.2.3 Merkpunkte zu Kapitel 10.2: Transistoren

’ Wesentliche Punkte des Bipolartransistors:

Der Emitter-Kollektor-Strom wird durch den Emitter-Basis-Strom 3
gesteuert. Immer npn- oder pnp-Struktur mit dinner Basis. =

Die Emitter-Basis-Diode ist in Durchlaf3richtung gepolt, die
Basis-Kollektor-Diode in Sperrichtung.

Die in die Basis injizierten Majoritdten des Emitters
durchwandern die Basis (deshalb dg << L) und gewinnen viel
Energie im starken Feld des Basis-Kollektor-Kontakts =
Leistungsverstarkung; aktives Bauelement!

Die Stromverstarkung B = Ic/Ig ist durch die Dotierung
bestimmt:

Npot(Emitter) dg Npot(Emitter)
B r 1 - — r
Npot(Basis) L Npot(Basis)

’ Wesentliche Punkte des MOS -Transistors

Der Source-Drain-Strom | sp wird durch die Gate-Spannung Ug
gesteuert. Grundstruktur: Metall (allg. Leiter) - Oxid (allg.
Dielektrikum) - Semiconductor.

Einer der beiden pn-Ubergénge von Source oder Drain zum :‘:'d
Substrat ist ohne passende Gatespannung immer gesperrt. e

> Ilspr0AfirUg =0V

Gatespannungen mit derselben Polaritéat wie die Majoritaten

unter dem Gate treibt die Majoritéten elektrostatisch "nach S“‘“‘“"&:ﬂT Isp j
unten”, d. h. sie verringern npaj wkaal f Ug
Massenwirkungsgesetz: nmaj ¢ = nmin . Bei Ug > Utny - —
wird Inversion erreicht; danach hat das Gebiet unter dem Gate /hl U,

dieselbe Art Majoritatstrager wie Source und Drain.

Zwischen Source und Drain existiert jetzt ein leitender Kanal,

Strom kann flieRen.

Entscheidend fur die Funktion ist die Gate-Substrat-Kapazitat
und damit das Gate- Dielektrikum: je hoher €, und je dunner,
desto besser.
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